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１．概要（Summary） 

現在、半導体デバイスの大量生産は 24 nmハーフピッ

チで行われており、波長 193 nmの ArFエキシマレーザ

ーが露光源として用いられている。半導体の微細化が進

むにつれて露光源の短波長化が進んでおり、16 nm 以

下のパターンの微細加工では極端紫外光 (EUV) や電

子線 (EB) といった電離放射線が次期露光源として期

待されている。パターンの微細化に伴い、パターンエッジ

の微細な凹凸であるラインエッジラフネス (LER) のデバ

イス性能への影響が懸念されており、LER の低減、およ

びその原因が活発に研究されてきた。化学増幅型レジス

トでは、ポリマーのイオン化が起こり、ポリマーのラジカル

カチオンと二次電子が生じる。この二次電子が熱化電子

になり、酸発生剤と反応して解離性電子付着反応を起こ

し、分解される。この反応機能によって、解像度のずれが

生じ、シングルナノメーターサイズのパターニングにおい

て不利であると考えられる。一方、非化学増幅型レジスト

は、ポリマーのラジカルカチオンから主鎖分解が起こるの

で、解像度のぶれが生じず、高解像が期待できる。近年、

有機現像によるパターン性能の向上が注目されている。

本研究では、放射線分解型高分子である ZEP520Aを用

いて電子線描画装置でパターンを形成し、有機現像して

レジスト性能の評価を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高精細電子線リソグラフィ装置（ELS-7700） 

【実験方法】 

非化学増幅型レジストとして ZEP520A を用いた。Si

ウエハ上でスピンコートを行い、130 ℃で 90 秒加熱し、

約100 nmの膜厚の薄膜を形成した。その後、75kVの電

子線描画装置（ELS-7700 ）で電子線照射を行い、

ZED-N50で 60秒間現像し、ZMD-Bで 60秒間リンスし

乾燥させた。得られたパターンは SEMを用いて観察を行

った。試料のパターンをそれぞれ FE-SEM で観察し、解

析ソフトで LER解析を行った。LER解析は各パターンに

つき 1 μm 以上の範囲で 5 ヶ所以上測定し、平均をとっ

た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ZEP520A について解像度の評価を行った。Fig.1 は

(a)ピッチ 160 nm、線幅 80 nm(120 C/cm2)、(b)ピッ

チ 160 nm、線幅 100 nm(190 C/cm2)、のライン＆ス

ペースの SEM 像を示す。線量 120 C/cm2のとき、

LWR 7.7であり、線量 190 C/cm2のとき、LWR 3.6

であった。このように、線量が増加するにつれて LWR

の減少が観察された。 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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(a)  (b)  

Fig. 1. SEM micrographs of ZEP520A with 

irradiation dose of (a) 120 C/cm2 and (b) 190 

C/cm2.  


